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4.11 มุมสมัผสัท่ี 8.4 องศา กบัพื้นผวิซิลิกอน (SiO2) 71 
4.12 มุมสมัผสัท่ี 5.9 องศา กบัพื้นผวิซิลิกอน (SiO2) 73 
4.13 เปรียบเทียบมุมสมัผสัของการใชแ้ก๊สอาร์กอนเพยีงอยา่งเดียวกบัการผสมกนัของแก๊ส 

อาร์กอนกบัออกซีเจนเม่ือเปล่ียน RF-Power กบัพื้นผวิซิลิกอน (SiO2) 
 

73 
4.14 เปรียบเทียบมุมสมัผสัของการใชแ้ก๊สอาร์กอนเพยีงอยา่งเดียวกบัการผสมกนัของแก๊ส 

อาร์กอนกบัออกซีเจนเม่ือเปล่ียนเวลาในการทรีตเมนตก์บัพื้นผวิซิลิกอน (SiO2) 
 

74 
4.15 มุมสมัผสัเม่ือทาํการปรับอตัราการไหลของแก๊สออกซีเจน กบัพื้นผวิซิลิกอน (SiO2) 75 
4.16 สเปกตรัมของ wide scan ในพื้นผวิของซิลิกอน (SiO2) 76 
 
 

 



ฐ 
 

รายการรูปประกอบ (ต่อ) 
 
รูป หน้า 
   
4.17 การเปรียบเทียบสเปกตรัมของ wide scan บนพื้นผวิของซิลิกอน (SiO2) เม่ือไดรั้บการ 

ทรีตเมนตด์ว้ยแก๊สอาร์กอนและการผสมกนัของแก๊สอาร์กอนกบัออกซิเจน 
 

77 
4.18 สเปกตรัมของ O1s scan ในพื้นผวิของซิลิกอน (SiO2) 78 
4.19 การเปรียบเทียบสเปกตรัมของ O1s scan บนพื้นผวิของซิลิกอน (SiO2) เม่ือไดรั้บการ 

ทรีตเมนตด์ว้ยแก๊สอาร์กอนและการผสมกนัของแก๊สอาร์กอนกบัออกซิเจน 
 

78 
4.20 สเปกตรัมของ C1s scan ในพื้นผวิของซิลิกอน (SiO2) 79 
4.21 การเปรียบเทียบสเปกตรัมของ C1s scan บนพื้นผวิของซิลิกอน (SiO2) เม่ือไดรั้บการ 

ทรีตเมนตด์ว้ยแก๊สอาร์กอนและการผสมกนัของแก๊สอาร์กอนกบัออกซิเจน 
 

80 
4.22 มุมสมัผสัท่ี 51.5 องศา กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 81 
4.23 มุมสมัผสัท่ี 36 องศา กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 82 
4.24 มุมสมัผสัท่ี 38.4 องศา กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 83 
4.25 มุมสมัผสัท่ี 6.4 องศา กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 84 
4.26 มุมสมัผสัท่ี 9.1 องศา กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 85
4.27 มุมสมัผสัท่ี 6.3 องศา กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 86 
4.28 เปรียบเทียบมุมสมัผสัของการใชแ้ก๊สอาร์กอนเพยีงอยา่งเดียวกบัการผสมกนัของแก๊ส 

อาร์กอนกบัออกซีเจนเม่ือเปล่ียน RF-Power กบัพื้นผวิพลาสติก PEN 
 

87 
4.29 เปรียบเทียบมุมสมัผสัของการใชแ้ก๊สอาร์กอนเพยีงอยา่งเดียวกบัการผสมกนัของแก๊ส

อาร์กอนกบัออกซีเจนเม่ือเปล่ียนเวลาในการทรีตเมนตก์บัพื้นผวิพลาสติก PEN 
 

88 
4.30 มุมสมัผสัเม่ือเปล่ียนอตัราการไหลของแก๊สออกซีเจนบนพ้ืนผวิพลาสติก PEN 89
4.31 สเปกตรัมของ wide scan ในพื้นผวิของพลาสติก PEN 90 
4.32 การเปรียบเทียบสเปกตรัมของ wide scan บนพื้นผวิพลาสติก PEN เม่ือไม่ไดรั้บการ 

ทรีตเมนตก์บัการการทรีตเมนตด์ว้ยผสมกนัของแก๊สอาร์กอนกบัออกซิเจน 
 

91 
4.33 สเปกตรัมของ O1s scan ในพื้นผวิของพลาสติก PEN 92 
4.34 การเปรียบเทียบสเปกตรัมของ O1s scan บนพื้นผวิพลาสติก PEN เม่ือไม่ไดรั้บการ 

ทรีตเมนตก์บัการการทรีตเมนตด์ว้ยผสมกนัของแก๊สอาร์กอนกบัออกซิเจน 
 

92 
4.35 สเปกตรัมของ wide scan ในพื้นผวิของพลาสติก PEN 93 
 
 



ฑ 
 

รายการรูปประกอบ (ต่อ) 
 
รูป หน้า 
   
4.36 การเปรียบเทียบสเปกตรัมของ C1s scan บนพื้นผวิพลาสติก PEN เม่ือไม่ไดรั้บการ 

ทรีตเมนตก์บัการการทรีตเมนตด์ว้ยผสมกนัของแก๊สอาร์กอนกบัออกซิเจน 
 

94 
5.1 กลไกของระบบ Low-pressure high-frequency plasma chemical vapor deposition  

บนพื้นผวิ SiO2 
 

97 
5.2 ร้อยละอตัราการเปล่ียนแปลงพนัธะในการทรีตเมนตด์ว้ยแก๊สอาร์กอนและออกซีเจน

ผสมกนักบัไม่ไดรั้บการทรีตเมนต ์
 

98 
5.3 อตัราส่วนของ C-H/C-O และ C-H/O=C-O เม่ือเปล่ียนแปลงอตัราการไหลของ 

ออกซีเจนบนพื้นผวิพลาสติก PEN 
 

99 
5.4 กลไกและโครงสร้างทางเคมีของแผน่พลาสติก PEN 100 
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